Deneyin amaci, derste teorik olarak goriigiimiiz Single State BJT Amplifier’in
ozelliklerini incelemek ve kullanimini pratige dokmektir.

BIJT Amplifier yiiksek akim kazanci beklenen yerlerde kullanilir. Verimi yiiksek bir
transistor cesididir. BJT’nin SAT, Forward Active, Reverse Active ve Cut Off olmak iizere 4
adet calisma bélgesi vardir.

Teorik hesaplamasinda DC analiz ile transistoriin ¢alisma noktasi bulunur. Ardindan
AC analiz yaparak direnc degerleri, kazang ve ¢ikis voltaji degerleri bulunur.

Deneyde asagidaki devreyi verilen malzemeler ile kurduk ve bizden istenilen
olciimleri yaptik.

1) Bu boliimde olgiilen Igq, Icq ve Veeq degerleri tabloda gosterildigi gibidir.
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Degerler | 30 1A | 8.9mA 162V

Goriiyoruz ki, bu degerler daha énce hesapladigimiz teorik degerlere ¢ok yakindir.
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2) 1. Boliimde yapilan 6lciimlere dayanarak;

“B =1Ic/Ix” hesaplamasini yaparsak, “ 8.9 mA /30 yA = 296,7 ” buluruz.

3) Bu béliimde giris sinyalini 1KHz frekansinda, 40mV peak-to-peak genliginde ayarlyoruz.
Ve = 27mV peak-to-peak olarak él¢iiyoruz. (Lab sirasinda yapilan él¢timlerimde hatalar var,
bu hatalar lab sonrasinda verilen degerlerin yazili oldugu kagida da yansimistir)

Daha sonra “r, = Vi / I,” denklemini ¢bzersek “ r, = 27mV / 30 uyA = 900  ”
degerini buluruz.

ikinci olarak, r.bu sekilde de ifade edilebilir;
“r, = nV,/ Iy,” bunu 900’e esitlersek buradan n sabitini ¢ekebiliriz.
“re=n25mV /30 A = 900  ” buradan n=1.08 cikar.

4) Giris sinyalini 1KHz frekansinda, 20mV peak-to-peak genliginde ayarhyoruz. r, degerini
bulabilmemiz icin V., degerini bilmemiz gerekir. Deney diizeneginden V,,’u olceriz.

Vou = 1,91 V ( lab foyiinde V,., = 3,82V )

(ro// Ry // Rc) olan yerde r, = Vou / (GmVse) Olur.

“gm = Icqg / nVy” formiiliinden “gm = 8,9mA / (1.08 x 25mV)” hesaplamasi yapilirsa ;
g, = 0.33 mho olarak buluruz.

“T'e = Vou / (GmVre)” formiiliinden “r, = 1.91V / (0.33mho x 27mV)” hesaplamasindan
sonra r, = 214,32 bulunur.

Bundan farklh olarak r,= V, / I olarak da yazilabilir. Buradan V,’y1 ¢cekersek ;
“Vus=214,3 x 8.9mA ” buradan VA =191V

5) Biitiin devrelerde kazang hesaplanirken “Av = V,,,/ Vi,” formiilii kullanilir.
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Burada da “ Av = I¢ [ro//Ri//Rc] / (Re//Re2+r)Is ” seklinde hesaplarsak;
“Av = 8.9mA [214.3//100k//1k] / (470k//1.8+0.9)30uA ” hesaplamasindan

Av = 19.4 bulunur.



6) Giris sinyalini 1KHz frekansinda, 40mV peak-to-peak genliginde ayarlayip osiliskop
tizerinde giris ve ¢ikis gerilimini gézlemledigimizde;
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Volts/Div = 10mV Volts/Div = 1V
Sec/Div = 500ps Sec/Div = 500ps

“Av = Vou / Vin” buradan Av = 100

7) Giris sinyalinin genligini yavas yavas arttirdifimizda, ¢ikis sinyalinde distortion goriiriiz.
Bunun gerilim degeri Vpe = 7.3 mV

8) Undistorted cikis voltajinin maksimum degeri Vout undistored = 12.4 V Bu deger Q-point’e
yakin bir deger degil, ¢ciinkii maksimum undistorted ¢ikis voltajini temsil ediyor.

9) Son boliimde, verilen giris voltaj degerleri(Vo. = 20mV,140mV ve 500mV) icin cikis
gerilimlerini gozlemledik

Vou =20 mV

Volts/Div = 500 mV

Sec/Div = 500 ps




e N Vou = 140 mV
\ f’ ﬂl s - Volts/Div = 2 V
\ } Sec/Div = 500ps

Vuul =500 mV

ﬁ\ r Volts/Div=5V

U \ J U Sec/Div = 500ps

Sonu¢ olarak, deneyde BJT ile ilgili teorik bilgileri pratige dékme firsatimiz oldu.
BJT’nin nasil calistigin, giris-cikis sinyalleri arasindaki iliskiyi gozlemledik.



